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综述

SiC 电力电子器件金属接触研究现状与进展*

黄玲琴 1)    朱靖 1)    马跃 1)    梁庭 2)†    雷程 2)    李永伟 2)    谷晓钢 1)‡

1) (江苏师范大学电气工程及自动化学院, 徐州　221000)

2) (中北大学, 仪器科学与动态测试教育部重点实验室, 太原　030051)

(2021 年 4 月 11日收到; 2021 年 6 月 27日收到修改稿)

碳化硅 (SiC)半导体具有宽禁带、高临界击穿电场、高热导率等优异性能, 在高温、高频、大功率、低功

耗器件领域具有广阔的应用前景, 因此, 高效节能的 SiC电力电子器件研究备受关注. 然而, 阻碍 SiC器件发

展应用的一个重要瓶颈是高性能的金属接触制备困难. 本文通过对比分析 SiC器件欧姆接触和肖特基接触制

备的研究现状, 揭示了金属/SiC接触界面特性复杂, 肖特基势垒不可控等关键问题; 对金属/SiC接触势垒及

界面态性质的研究现状进行分析, 强调了对界面势垒进行有效调控的重要意义; 重点分析了近年来金属/SiC

接触界面调控技术方面的重要进展, 同时, 对金属/SiC接触界面态本质及界面调控技术研究未来发展的方向

进行了展望.

关键词：碳化硅 (SiC), 欧姆接触, 肖特基接触, 肖特基势垒调控
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1   引　言

第三代半导体碳化硅 (SiC)具有宽禁带、高临

界击穿电场、高热导率等优异性能, 是制备高温、

高频、大功率、低功耗器件的理想半导体材料. 对

比 Si器件, SiC器件的品质因数优越 103 以上, 使

用 SiC器件的电力系统可以节能达 70% [1,2]. 因此,

在当前环境污染日益严重, 能源日趋紧张的社会背

景下, SiC电力电子器件的研制和发展非常重要.

目前, 基于 SiC的二极管、场效应晶体管 (MOS-

FET)、晶闸管、绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)等

器件得到了一定的应用 [3]. 然而, SiC材料特性的

优势并没有在 SiC器件性能中得以充分发挥, 原因

在于 SiC器件研制中的一些关键技术难题未能

解决, 成为了阻碍 SiC器件发展和应用的瓶颈, 其

中金属接触问题就是当前迫切需要解决的关键

问题 [4−15].

金属/SiC可形成欧姆接触或肖特基接触, 其

性能的好坏直接关系到器件的效率、增益、开关速

度等性能指标. 制备低电阻高稳定的 SiC欧姆接触

和整流特性良好的肖特基接触是决定 SiC在高温、

高频、大功率、低功耗器件领域应用潜力得以充分

发挥的关键. 然而, 良好的 SiC欧姆接触尤其是 p

型 SiC欧姆接触难以制备, SiC肖特基接触整流特

性还有待进一步改善.

本文针对 SiC电力电子器件高性能金属接触

制备难题, 首先对 SiC欧姆接触和肖特基接触研究

现状进行分析, 揭示了决定金属/SiC接触性能的

界面势垒不可控等关键问题. 然后对金属/SiC接

触势垒及界面态性质的研究现状进行分析, 并综述

了近年来在金属/SiC接触界面调控技术上取得的

重要进展. 最后对金属/SiC接触界面态本质及界

面调控技术的未来发展进行了展望. 
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2   SiC欧姆接触和肖特基接触制备
研究现状与分析

 

2.1    SiC 欧姆接触制备研究现状与分析

就理论而言, 金属/SiC接触的电学特性主要

受控于接触界面处的肖特基势垒高度, 势垒越低越

有利于形成欧姆接触 [1,14]. 然而, 由于 SiC的禁带

宽度大, 已有金属与 SiC接触无法直接形成较低的

势垒, 因此, 目前 SiC欧姆接触主要是结合重掺杂

和高温退火工艺, 在重掺杂的 SiC表面沉积金属,

然后经过高温退火 (> 800 ℃)进行制备.

长期以来, SiC欧姆接触的研究主要是基于

对传统工艺的改进 , 如探索接触金属体系、SiC

掺杂浓度、退火温度等对欧姆接触电阻及热稳定

性的影响, 并明晰相关机理以获得更佳的制备工

艺. 目前, 对 n型 SiC欧姆接触的研究较为集中,

自 1970年 Addamiano等 [16] 在 n型 6H-SiC上获

得了 Cr基欧姆接触以来, 科研人员对接触金属

体系、制备工艺、欧姆接触形成机理等进行了广泛

的研究, 比接触电阻率最低可降至 10–7 W·cm2 量

级 [8,14]. p型 SiC欧姆接触的研究相对较少, 主要

是由于 p型 SiC的掺杂剂电离能高、活性化率低,

难以实现重掺杂. 目前, 最成熟的 TiAl基金属体

系, 比接触电阻率最低可达 10–6 W·cm2 量级, 但退

火温度普遍在 1000 ℃以上 [10,14. 15,17]. 为了促进器

件小型化并精简制造过程, 在 n型和 p型 SiC上同

时制备欧姆接触引起了关注 [6,15,18−23]. He等 [6]和

Zhang等 [18] 近期提出的 Pt/TaSi2/Ni/Ti/Ni/ SiC

和 Ni/Ti/Al/W/SiC接触给出了同时制备 n型和

p型 SiC欧姆接触的解决方案, 其中 Ni/Ti/Al/W

金属体系经 750 ℃ 退火后可获得比接触电阻率分

别为 n型 8 × 10–4 W·cm2 和 p型 4.1 × 10–5 W·cm2

的 4H-SiC欧姆接触.

高温退火时 , 金属/SiC接触界面会发生复

杂的化学反应, 形成新的界面相、界面缺陷以及

粗糙的表面形貌, 这些因素都可能是 SiC欧姆接

触形成的原因, 因此, SiC欧姆接触形成机理较为

复杂 [14,15]. 近年来, 研究人员开始探索低温下制

备 SiC欧姆接触的方法 [11,14,15,24−27],  Huang等 [11]

利用低温电子回旋共振氢等离子体对较高掺杂

(Nd ≈1 × 1018 cm–3)的 n型 4H-SiC表面进行预

处理, 在低温 (400 ℃)退火条件下, 获得了比接触

电阻率为 2.07 × 10–4 W·cm2 的 Ti基欧姆接触. 

2.2    SiC 肖特基接触制备研究现状与分析

SiC肖特基接触研究最早可追溯到 1974年 [28],

肖特基二极管是最早商用化的 SiC电力电子器件,

因其具有反向恢复速度快、开关损耗低、开关频率

高等优势, 在开关电源、光伏逆变器、新能源汽车

充电器、探测器等领域应用广泛 [1,2,4].

近年来, 金属/SiC肖特基接触的势垒特性、反

向漏电流、击穿电压、正向压降、工作温度等得到

了系统的研究, 大部分研究同样集中在 n型 SiC

肖特基接触上 [4,5,9,12,28−36]. 一般情况下, 势垒越高

越有利于形成肖特基接触, 因为 SiC禁带宽度大,

理论上金属与 SiC直接接触就能形成较高的势垒,

并可通过选择不同接触金属使势垒高度在一定范

围内得到准确控制, 以满足实际器件对开启电压大

小的需求. 然而, 由于金属/SiC接触界面特性复

杂, 金属/SiC接触界面存在费米能级钉扎现象, 势

垒高度不完全受接触金属控制, 其值在 0.3—2.0 eV

范围内均有报道 [28]. 另外, 肖特基二极管的反向漏

电流、反向击穿电压、工作温度等性能受金属/SiC

界面缺陷的影响很大 [1,4,29,30]. Li等 [30] 发现界面存

在的 Ti(c)rma 缺陷会导致 SiC肖特基二极管势垒

降低、反向漏电流增大.

因此, 目前 SiC肖特基接触制备也采用适当的

温度进行退火以减少界面缺陷, 解除费米能级钉

扎. 退火后整流特性可以得到一定改善, 例如, Pt/SiC

接触经 900 °C退火后, 势垒高度由 0.45 eV 增加

至 1.35 eV[31], 但退火过程中界面固相反应往往又

引入新的缺陷, 存在接触界面势垒分布不均匀、反

向漏电流偏大等现象 [5,12,32−36]. 通过采用结终端技

术、结势垒肖特基二极管 (JBS)结构等可使反向特

性得到一定改善 [23]. 

2.3    存在的问题

SiC欧姆接触和肖特基接触制备存在的主要

问题有: 金属/SiC接触界面特性复杂, 决定接触性

能的肖特基势垒可控性有待提高; 另外, 经传统高

温退火工艺形成的 SiC欧姆接触和肖特基接触性

能不稳定, 形成机理仍需进一步研究论证. 因此,

明晰金属/SiC接触界面态本质, 揭示界面调控机

理, 避免采用高温退火工艺, 开发低温界面调控新

技术, 有效控制肖特基势垒高度, 是解决 SiC电力

电子器件金属接触问题的研究要点. 
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3   金属/SiC接触势垒及界面态研究
现状与分析

 

3.1    金属/SiC 接触势垒研究现状与分析

根据 Cowley和 Sze[32] 经典势垒理论, 金属半

导体接触界面的肖特基势垒高度主要由金属功函

数和界面态密度两者共同决定. 大量文献表明, 金属/

SiC接触的势垒高度缺乏有效控制的主要原因是

金属/SiC接触界面存在费米能级钉扎效应[1,4,9,28,33,34].

金属接触前, SiC表面吸附的杂质、未饱和的悬挂

键、缺陷、重构, 以及金属沉积工艺、金属/SiC相

互作用、界面化学反应等因素都会导致复杂的界面

态, 将费米能级钉扎在某一能级上, 从而引起费米

能级钉扎效应 [1,4,33,34].

近年来, 研究人员也把金属/SiC接触势垒不

可控问题归因于势垒高度在空间纳米尺寸上的分

布不均匀, 认为势垒不均匀分布对金属/SiC界面

电流输运特性产生了影响 [12,35−38], 并利用高斯分

布、双势垒等模型成功解释了金属/SiC接触呈现

的一些非理想电学特性, 例如理想度因子大于 1、

用电流-电压 (I-V )法测试得到的势垒高度小于用

电容-电压 (C-V )法测得的值、势垒高度和理想度

因子随测试温度变化而变化等. 关于势垒不均匀分

布的机理, Huang等 [12] 研究发现金属/SiC接触势

垒不均匀分布可能与高界面态引起的费米能级钉

扎效应有关.

因此, 明晰界面态本质、费米能级钉扎原因,

发掘势垒分布规律及其与电流输运特性的关系是

解决金属/SiC接触势垒不可控问题的关键, 这对

完善金属半导体接触势垒理论以及提高金属/SiC

接触性能具有积极的指导意义. 

3.2    金属/SiC 界面态及其对金属接触性能
的影响研究现状与分析

金属/SiC接触界面态问题主要由 SiC表面缺

陷 [11,33,39−41]、金属诱导能隙态 (MIGS)[42,43]、界面

化学键 [44,45]、界面反应引起的缺陷 [4,5,14,15,46,47] 等因

素造成, 界面态会对金属接触性能产生多种影响.

1) SiC表面缺陷及其对接触性能的影响: SiC

表面最外层原子未饱和的悬挂键会吸附外来的原

子 , 并与之形成化学键 , 引起表面态 . 利用 H原

子可以饱和 Si表面的悬挂键, 降低表面态密度. 然

而, Dhar等 [39] 研究发现, SiC表面与 Si表面不同,

经 HF刻蚀的 SiC表面仍存在单层氧原子, 表面

Si悬挂键被羟基钝化, 而不是被 H饱和.

除了悬挂键引起的本征表面态以外, SiC表面

存在的如晶格排列不整齐、表面重构、表面 C, O

残留物等引起的非本征表面态, 均影响金属接触性

能 [1]. Hashimoto等 [40] 研究发现 SiC表面形成的

超薄 SiCxOy 层会造成金属/SiC界面费米能级钉

扎效应, 影响金属接触势垒特性. 此外, SiC表面存

在 C空位型深能级缺陷, 也可能是金属/SiC界面

态的来源 [28,41].

2) 金属诱导能隙态 (MIGS)及其对接触性能

的影响: 1965年 Heine[42] 对 Bardeen模型研究时

提出了 MIGS理论, 认为金属与半导体形成理想

突变界面时, 金属电子波函数将渗透到半导体内形

成一个波函数尾巴, 诱生出半导体带隙中的局域

态. 因此, 按照MIGS理论推断, 金属/半导体接触

界面可能会产生费米能级钉扎效应. Mönch[43] 提

出金属/SiC接触界面费米能级钉扎也可能与MIGS

有关. 后续研究表明, 通过 SiC表面预处理, 界面

插层等方法可以缓解MIGS对金属/SiC接触性能

的影响 [11,48].

3) 界面化学键及其对接触性能的影响: Tung[44]

认为金属/半导体接触的费米能级钉扎效应主要归

因于接触界面形成的化学键. Aboelfotoh等 [45] 具

体研究了 Ti, Ni, Cu和 Au分别与 n和 p型 SiC

接触的势垒特性, 结果表明, 金属/SiC接触费米能

级钉扎效应主要取决于接触界面金属与 SiC形成

的化学键, 而与界面缺陷和MIGS无关, 界面化学

键在决定金属/SiC接触势垒高度方面起重要作用.

4) 界面反应缺陷及其对接触性能的影响: 界

面缺陷态主要由金属电极沉积、接触的相互作用,

特别是退火过程中界面发生的化学反应引起. 例如

金属与 SiC表面的 Si或 C反应不均匀可能导致

Si或 C的团簇/空位, 并且这些界面缺陷受金属体

系和退火温度影响很大. 研究表明, 界面局域缺陷

态可引起费米能级钉扎效应, 导致金属/SiC接触

势垒分布不均匀, 影响电流输运 [4,5,12,14,15,17,18,46,47].

Vivona等 [10] 认为界面反应过程中产生的缺陷也

可能具有积极作用, 其可作为捕获中心有助于载流

子隧穿和跳跃, 促进 SiC欧姆接触的形成. 

3.3    存在的问题

目前, 表界面缺陷对接触势垒的影响机理仍处
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于探索阶段, 肖特基势垒无法得到有效控制, 金属

接触性能的改进亟需理论支撑. 这主要是由于金

属/SiC接触界面态复杂, 另外, 退火工艺中界面缺

陷随金属体系和退火温度会发生复杂变化. 因此,

金属/SiC接触界面态本质及其对金属/SiC接触性

能的影响仍有待进一步研究. 

4   金属/SiC接触表界面调控技术研
究进展与分析

 

4.1    金属/SiC 界面调控技术研究进展与分析

SiC禁带宽度大, 表面特性复杂, 仅通过金属

选择和表面预处理无法实现对金属/SiC接触特性

的有效调控. 目前, 对金属/SiC接触界面调控的方

法主要有热退火调控技术、离子/激光辐射调控技

术、纳米嵌入调控技术等.

1) 热退火调控技术. 目前, SiC欧姆接触和肖

特基接触制备均需在金属沉积后再置于 N2, Ar等

气氛中进行快速热退火处理 [4−15,17−26], 高温下界面

发生固相反应形成新的相, 同时消耗了近表面 SiC,

使接触性能不再强烈依赖于 SiC表面预处理. 并且

随着退火温度的升高, 整流特性将得到优化并逐渐

过渡到欧姆特性. 然而, 由于界面反应非常复杂,

热退火处理会导致新的界面相和界面缺陷, 使接触

性能不稳定, 变化机理也有待进一步研究 [4,49].

2) 离子/激光辐射调控技术. Roccaforte等 [50]

发现经 Si4+离子辐射后, Ti/4H-SiC接触的肖特基

势垒高度增大, 漏电流减小, 势垒不均匀分布程度

得到改善. 其机理, 认为是离子辐射使得 Ti在 SiC

表面的生长取向结构发生了改变, 促使势垒高度增

加, 同时离子辐射使界面形成新的缺陷, 这些缺陷

有利于掺杂剂钝化, 势垒厚度增加, 反向漏电流降

低 [51]. 然而, Kozlovski等 [52] 发现经高能电子辐射

后 Ni/4H-SiC肖特基二极管开态电阻升高, 理想

度因子增大. Wang等 [53] 也发现高能离子辐射产

生的界面缺陷造成 SiC肖特基二极管反向漏电流

增大、势垒降低、势垒分布不均匀等现象. 另外, 激

光辐射调控技术取得了一定进展, Adelmann等 [54]

利用激光辐射取代传统退火工艺获得了 Ni基 SiC

欧姆接触. Lin等 [55] 也发现采用 193 nm 激光辐射

可降低金属/SiC接触势垒高度, 如图 1所示, 通过

改变辐射参数可实现势垒高度在 0.38—1.82 eV范

围内得到调控. Zhou等 [56] 用脉冲激光辐射在 4H-

SiC C面上形成了良好的 Ni基欧姆接触, 比接触

电阻率为 5.1 × 10–5 W·cm2, 欧姆特性比经 1030 ℃

高温退火更佳.
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图  1    (a) 经激光辐射的 Au/4H-SiC接触 I-V 特性曲线 ;

(b) 相应的肖特基势垒高度值柱状图 [55]

Fig. 1. (a) I-V curve of Au/4H-SiC contacts with laser irra-

diation;  (b)  histograms  of  corresponding  Schottky  barrier

height values[55].
 

3) 纳米嵌入调控技术. 随着纳米技术的发展,

有研究提出利用纳米嵌入技术, 通过局部电场的改

性来调整金属半导体接触势垒高度, 可避免退火工

艺所带来的弊端 [57]. Kang等 [58] 将 Ag纳米粒子嵌

入 Ni/SiC界面, 降低了肖特基势垒高度, 形成了

欧姆接触, 分析其机理, 认为是纳米粒子的嵌入使

空间纳米尺寸上的势垒不均匀分布程度得到了调

控, 隧穿电流增强 [59], 但 Ag纳米粒子的形成过程,

也需要在沉积薄层 Ag后经过 500 ℃ 以上的退火

处理. Gorji和 Cheong[60] 在 n型和 p型Al/4H-SiC

界面嵌入直径为 5 nm和 10 nm Au纳米粒子, 研

究了纳米粒子嵌入对 Al/4H-SiC接触电流密度-电

压特性的影响, 结果显示当 Au纳米粒子直径为

5 nm时, 正向偏压下电流密度明显增加, 分析其原

因, 认为是纳米粒子的嵌入使局部电场增强, 从而

使得界面势垒降低. 此外, 研究表明超薄 (< 5 nm)
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high-k 介质层嵌入对金属/SiC接触肖特基势垒高

度也具有调节作用 [44,61]. Huang等 [62] 研究发现Ni/p

型 4H-SiC界面嵌入 3 nm的 TiO2 层后, 势垒高度

大幅度升高甚至超过肖特基极限, 分析其原因, 可能

是 4H-SiC自然极化所致, 其结构和能带图如图 2

所示. 由于极化作用, p型 SiC表面的极化正电荷

形成偶极层, 使金属 Ni表面积累等量的负电荷,

产生的静电势能促使势垒升高. 类似地, Shi等 [63]

采用薄层 Al2O3 作为中间介质层改善了 Al/Ti/4H-

SiC接触势垒的不均匀分布特性, 其机理认为是

Al2O3 介质层阻碍了 Ti向 SiC扩散并发生化学反

应形成新的界面相. 最近, Triendl等 [64] 在 Ti/4H-

SiC界面嵌入超薄 (0.7 —4.0 nm) a-SiC:H层, 实

现了势垒高度在 0.78—1.16 eV范围内的有效调控.
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图 2    Ni/TiO2/p-type 4H-SiC接触 (a) 结构及 (b) 能带图 [61]

Fig. 2. Schematic  illustration  of  the  contact  (a)  structure

and (b) energy band diagram of Ni/TiO2/p-type 4H-SiC[61]. 

4.2    SiC 表面钝化技术及其对金属接触性
能的影响研究进展与分析

SiC表面特性非常复杂, 金属/SiC接触性能

经高温退火工艺后不再受控于表面特性, 但退火工

艺会带来多种弊端, 例如存在接触性能不稳定、机

理不清晰等问题. 因此, 低温退火甚至常温下获得

高性能的 SiC欧姆接触和肖特基接触成为当前研

究的热点. 在低温条件下, 金属/SiC接触界面不发

生固相反应, 界面态主要受控于 SiC复杂的表面

态, 因此, SiC表面钝化技术及其对金属接触特性

的影响研究非常重要.

1) SiC表面钝化技术. 表面钝化方法主要包括

传统湿法处理、牺牲氧化 (SO)、高温退火处理、等

离子体处理等. 大量研究表明, 传统的 HF、RCA

等清洗方法结合 SO均无法彻底清除 SiC表面

C和 O等污染物 [38]; 通过热处理方法可以去除 C

和 O等污染物, 但在高温下, SiC表面容易石墨化;

高温氢退火是目前最有效的高温钝化方法, SiC表

面 C和 O等污染物得以去除, 并且 Si悬挂键会被

氢饱和, 表面抗氧化性也得到增强. 然而, 退火温

度在 1000 ℃ 以上, 使其与器件后续工艺的相容性

较差 [65]. 为了解决高温不兼容性问题, 低温等离子

体得以应用, Losurdo等 [66] 利用射频氢、氮等离子

处理 SiC表面, 发现在 200 ℃ 下就可获得干净平

整的 SiC表面, 但是表面氧去除效果较差, 表面发

生重构且存在离子损伤等问题 .  Huang等 [67,68]

研究了 SO和氢等离子体 (HPT)对 p型 4H-SiC

表面特性的改善效果, 发现通过 SO和 HPT两者

相结合, 可完全去除 SiC表面 C和 O等污染物,

SiC表面特性得到了有效改善, 如图 3中的 X射线

光电子能谱 (XPS)所示.
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Fig. 3. XPS spectra of p-type 4H-SiC surfaces with different

pretreatments: (a) Si 2p spectra; (b) C 1s spectra[67].
 

2) 表面钝化对接触性能的主要影响. Cichoň

等 [69] 对比了湿法处理、等离子体刻蚀、SO、氢气

退火等对 Ni/SiC接触特性的影响 , 发现经高温

(> 850 °C)退火后金属/SiC接触性能几乎不受表

面钝化方法的影响. 而在低温或不退火条件下, 通

过表面预处理工艺, 金属/SiC接触特性可以得到

改善 [8,11,12,26,69,70]. Cheng和 Tsui  [8] 采用电感耦合

(ICP) Ar等离子体对 SiC表面进行预处理后, 经

低温 600 ℃ 退火获得了比接触电阻率低达 8.3 ×

10–7 W·cm2 的 Ti/6H-SiC欧姆接触 .  Huang等 [12]

发现用氢等离子体表面预处理可以对金属/SiC接

触的势垒高度及势垒不均匀分布特性进行调控. Wu

等 [26] 采用 KrF激光辐射 6H-SiC表面, 不用退火
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就形成了 Ti和 Au基欧姆接触. 

5   结论与展望

综上所述, 要提高 SiC电力电子器件性能及稳

定性, 制备高性能的 SiC欧姆接触和肖特基接触非

常关键. 目前, 金属/SiC接触研究取得了一定的进

展, 但经传统工艺制备的 SiC欧姆接触和肖特基接

触界面特性十分复杂, 接触稳定性仍需提高, 界面

态本质需进一步明晰. 因此, 对金属/SiC界面特性

的有效调控亟需理论和技术支撑.

SiC器件金属接触性能的提高, 更需加强表界

面的物理基础研究, 以增强对金属/SiC接触界面

更深层次认知, 明晰界面态起源, 挖掘其对 SiC欧

姆接触和肖特基接触特性影响的本质规律, 获得

SiC表面及金属/SiC接触界面调控策略及关键技

术, 实现对金属/SiC接触性能的有效控制.

综合已有的界面调控技术, 纳米嵌入方式主要

是通过改变局部电场特性实现对接触势垒特性的

调控, 以获得良好的 SiC欧姆接触以及肖特基接

触. 然而, 该方向相关研究还较少, 且纳米粒子嵌

入仍需在高温下实现. 同时, 低温下金属/SiC接触

性能受 SiC表面特性的影响很大, 已有的表面处理

工艺还不能从根本上解决 SiC表面态问题, 因此,

界面低温纳米粒子嵌入、更加有效的 SiC表面低温

钝化工艺需进一步探索研究.
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Research status and progress of metal
contacts of SiC power devices*
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Abstract

Silicon  carbide  (SiC)  is  a  promising  candidate  for  applications  in  high  temperature,  high  voltage,  high

power, and low-power dissipation devices due to its unique properties like wide band gap, high critical electric

field,  and  high  thermal  conductivity.  However,  one  of  the  main  bottlenecks  hindering  the  SiC  power  devices

from developing and being put into practical application is the fabrication of good metal/SiC contact. In this

review, the research status of Ohmic contact and Schottky contact of SiC device are compared and analyzed.

The complicated interface properties and uncontrollable barrier height at metal/SiC interface are revealed. In

addition, the research status of metal/SiC contact barrier and interface state properties are analyzed, and the

important significance of effective control of interface barrier is highlighted. Furthermore, the research progress

of metal/SiC contact interface regulation technology is specially analyzed. The future development directions in

the nature of metal/SiC interface states and interface control technology are finally prospected.

Keywords: silicon carbide (SiC), Ohmic contact, Schottky contact, Schottky barrier modulation
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